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１．概要（Summary） 

代表的単原子層材料であるグラフェン[1]をコアとする

Si/グラフェン/Si ダブルヘテロ構造[2]を、ウェハ接合法

により作製した。接合温度の上昇により Si/グラフェン/Si

の接合強度が向上することを明らかにした。2 層グラフェ

ンを用いて作製した試料はダイオード性を示し、接合界

面のグラフェンの存在を確認できた。本構造は、電子と光

の強い閉じ込めによる高効率なナノエレクトロニクスの基

盤技術となり得る。また、グラフェン光電子素子の実現に

向け、作製した試料につき電圧印加によるグラフェンのバ

ンドギャップ発現を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線蒸着装置、真空蒸着装置 

【実験方法】 

 自機関にて、p 型単結晶 Si 基板上に単層グラフェンが

転写されたウェハに、同じ p 型 Si 基板をウェハ接合法に

より接合した[3]。 

 ナノハブにて、試料の両面に、電流-電圧測定用の電極

として、Au-Ge-Ni合金（80:10:10 wt%）を 10 nm とそれ

に続く Auを 100 nm蒸着した。 

 自機関にて、作製した Si/BLG(二層グラフェン)/Si試料

の接合界面に対して垂直な方向に－20 ~＋20 Vの電圧

を印加し、同方向に照射した赤外光（0.05 eV ~ 0.85 eV）

の透過率をフーリエ変換赤外分光にて測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 電圧印加をした際、Si/BLG/Si，Si/Si 両試料で

5~20%程度の透過率の波のような増減が観測された。

一定の周期をもって変化していることから、電圧印加で試

料温度が上昇し、接合界面中の粒子によりできた空洞(ボ

イド)が膨張したことにより発生した干渉波である可能性が

ある。この他に，Si/BLG/Si，Si/Siに大きな差は見受けら

れず、本条件ではバンドギャップは発現しなかったと考え

られる。原因は、①接合界面の電気抵抗値が構造中の

他の部分に比べ小さい、②電源機器の出力が小さい、と

いった理由により、グラフェンに十分な電圧が印加されな

かったことが考えられる。 

 また、接合界面の電流-電圧特性の測定を行ったところ、

Si/Si は左右対称な特性を示しているのに対し、

Si/BLG/Si では一方向には電流が流れやすいダイオー

ドの特性を示した。先行研究よりグラフェン/シリコンの接

触がダイオード性を示すことが報告されており、これにより、

接合界面にグラフェンが存在することが確認できた。 
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